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모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법으로서, 제1면에 실질적으로 평평한 제1측을 형성하는 단계, 상기 제1측

에 결합된 복수의 플로우 배리어를 형성하는 단계로서, 상기 복수의 플로우 배리어는 상기 제1면에 수직인 방향
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제1면에 실질적으로 평평한 제2측을 형성하는 단계를 포함하는, 연속 재료의 3차원 구조물을 형성하는 적층 가공

을 사용하는 단계; 및 상기 배킹 플레이트가 상기 제1측, 상기 복수의 플로우 배리어 및 상기 제2측 전반에 걸쳐

균일한, 연속적인 재료 구조물을 포함하도록 상기 재료를 균일하게 고화시키는 단계를 포함하는, 모노리스 배킹

플레이트를 형성하는 방법. 
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

스퍼터링 타겟과 함께 사용하기 위한 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법으로서, 

제1면에 실질적으로 평평한 제1측을 형성하는 단계로서, 상기 제1측은 제1표면 및 제2표면, 그리고 상기 제1면

에 대하여 수직인 방향으로, 상기 제1 및 제2표면 사이의 두께를 가지며; 

상기 제1측의 제2표면에 결합된 복수의 플로우 배리어를 형성하는 단계로서, 상기 복수의 플로우 배리어는 상기

제1면에 평행한 방향으로 연장되고 상기 제1면에 수직인 방향으로 두께를 가지며; 

상기 복수의 플로우 배리어 사이에 형성되고, 복수의 플로우 채널과 유체 연통하는 적어도 하나의 액체 인풋 및

적어도 하나의 액체 아웃풋을 포함하는 복수의 플로우 채널을 형성하는 단계; 및

상기 제1면에 실질적으로 평평한 제2측을 형성하는 단계로서, 상기 제2측은 상기 복수의 플로우 배리어에 결합

된 제1표면 및 제2표면, 그리고 상기 제1면에 대하여 수직인 방향으로 상기 제1 및 제2표면 사이의 두께를 갖는

것을 포함하는, 

연속 재료의 3차원 구조물을 형성하는 적층 가공을 사용하는 단계; 및 

상기 배킹 플레이트가 상기 제1측, 상기 복수의 플로우 배리어 및 상기 제2측 전반에 걸쳐 균일한, 연속적인 재

료 구조물을 포함하도록 상기 재료를 고화시키는 단계를 포함하는, 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법. 

청구항 2 

제1항에 있어서, 

상기 배킹 플레이트를 형성하는 단계는 상기 제1측, 상기 복수의 지지 배리어 및 상기 제2측 사이에 본딩 라인

없는 단일의 일원화된 재료를 형성하는 것을 포함하는, 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법. 

청구항 3 

제1항 또는 제2항에 있어서, 

상기 배킹 플레이트 재료는 상기 제1측, 상기 플로우 배리어 및 상기 제2측의 재료 전반에 걸쳐 일체로 형성되

는, 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법. 

청구항 4 

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 모노리스 배킹의 재료는 균일하게 증착되고 고화되어 단일의 일관된 재료를 형성하는, 모노리스 배킹 플레

이트를 형성하는 방법. 

청구항 5 

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 형성하는 단계는 단일 연속 제조 공정으로 수행되는, 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법. 

청구항 6 

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 

Al, Co, Cr, Cu, Ta, Ti, Ni, W 및 이들의 합금, C, SiC, 붕소화물, 산화물 및 강철을 포함하는 재료로부터 상

기 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 단계를 추가로 포함하는, 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법. 

청구항 7 
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제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 제2측의 상기 제2표면에 제2의 복수의 플로우 배리어를 형성하는 단계를 추가로 포함하며, 상기 제2의 복

수의 플로우 배리어는 냉각 유체가 상기 제2측을 가로 질러 유동하도록 하는 모양의 제2의 복수의 플로우 채널

을 형성하는, 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법. 

청구항 8 

제1면에서 실질적으로 평평한 연속 재료로 형성된 단일 구조물을 가지며, 제1표면 및 제2표면, 그리고 제1면에

수직인 방향으로 상기 제1 및 상기 제2표면 사이의 두께를 갖는, 제1측; 

상기 제1면에 실질적으로 평평한 연속 재료로 형성된 단일한 구조물을 가지며, 제1표면, 및 제2표면, 그리고 상

기 제1면에 수직인 방향으로 상기 제1 및 상기 제2표면 사이의 두께를 갖는, 제2측; 

상기 제1측의 상기 제2표면 및 상기 제2측의 상기 제1표면에 결합된 복수의 지지 배리어로서, 상기 복수의 지지

배리어는 상기 제1면에 수직인 방향으로 두께를 가지며, 상기 복수의 지지 배리어 각각이 상기 제1면에 평행한

방향으로의 폭보다 더 큰 길이를 갖도록 상기 제1면에 평행한 방향으로 연장되는, 복수의 지지 배리어; 

상기 제1측, 상기 제2측 및 상기 복수의 지지 배리어에 의해 형성되며, 액체가 액체 입구로 들어가고 상기 제1

측과 상기 제2측 사이에서 상기 제1면과 평행하게 유동하고, 액체 출구에서 배출될 수 있도록, 액체 입구와 액

체 출구를 포함하는, 복수의 플로우 채널을 포함하며; 

배킹 플레이트는 상기 제1측, 상기 복수의 지지 배리어, 및 제2측으로부터 연속적으로 형성된 재료를 포함하는,

스퍼터링 타켓 배킹 플레이트. 

청구항 9 

제8항에 있어서, 

상기 배킹 플레이트는 상기 제1측, 상기 복수의 지지 배리어 및 상기 제2측 사이에 본딩 라인 없는 단일의 일원

화된 재료를 포함하는, 스퍼터링 타켓 배킹 플레이트. 

청구항 10 

제8항 또는 제9항에 있어서, 

상기 배킹 플레이트는 Al, Co, Cr, Cu, Ta, Ti, Ni, W 및 이들의 합금, C, SiC, 붕소화물, 산화물 및 강철을

포함하는 재료로 형성되는, 스퍼터링 타켓 배킹 플레이트. 

발명의 설명

기 술 분 야

본 개시사항은 물리 증착 시스템(physical vapor deposition systems)에서 스퍼터링 타겟과 함께 사용되는 배킹[0001]

플레이트 어셈블리에 관한 것이다. 본 개시사항은 또한 냉각 구조물(cooling structures)를 포함하는 적층 가공

공정(additive manufacturing processes)을 사용하여 제조되는 배킹 플레이트에 관한 것이다.

배 경 기 술

물리 증착 방법은 다양한 기판 위에 재료의 박막을 형성하기 위해 광범위하게 사용된다. 이러한 증착 기술에 대[0002]

한 중요한 영역은 반도체 제조이다. 예시적인 물리 증착("PVD") 장치(8)의 일부의 개략도가 도 1에 도시된다.

일 구성에서, 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)는 타겟(14)이 접착된(bond) 배킹 플레이트(12)를 포함한다. 반도성

재료 웨이퍼(18)는 PVD 장치(10) 내에 있고 타겟(14)으로부터 이격되도록 제공된다. 타겟(14)의 표면(16)은 스

퍼터링 표면이다. 도시된 바와 같이, 타겟(14)은 기판(18) 위에 배치되고, 스퍼터링 표면(16)이 기판(18)을 향

하도록 위치된다. 작동시, 스퍼터링된 재료(22)은 타겟(14)의 스퍼터링 표면(16)으로부터 변위되어 웨이퍼(18)

상에 코팅(또는 박막)(20)을 형성하도록 사용된다. 일부 구현예에서, 적합한 기판(18)은 반도체 제조에 사용되

는 웨이퍼를 포함한다.

예시적인 PVD 공정에서, 타겟(14)은 스퍼터링 표면(16)으로부터의 원자가 주변 대기로 방출되어 기판(18) 상에[0003]

증착될 때까지 에너지로 충격을 받는다. 일 예시적인 사용에서, 플라즈마 스퍼터링이 전자 제품에 사용하기 위
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해, 얇은 금속 필름을 칩 또는 웨이퍼 위에 증착하도록 사용된다. 

모노리스 타겟이 일부 스퍼터링 적용에 이용 가능하지만(모노리스는 결합된 별도의 배킹 플레이트 없이 단일 피[0004]

스의 재료로 형성된 타겟을 지칭함), 대부분의 타겟(14)은 도 1에 도시된 바와 같이 배킹 플레이트(12)에 결합

된다. 도 1에 도시된 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)를 형성하도록 조합된 스퍼터링 타겟(14)과 배킹 플레이트(12)

어셈블리는, 이 기술분야의 기술자에게 이해되는 바와 같이 다수의 크기 또는 형상 중 임의의 것일 수 있기 때

문에 예시적인 구성으로 이해된다. 

타겟(14)은  PVD  증착  공정에  적합한  임의의  금속으로  형성될  수  있다.  예를  들어,  타겟(14)은  알루미늄,[0005]

바나듐, 니오브, 구리, 티탄, 탄탈륨, 텅스텐, 루테늄, 게르마늄, 셀레늄, 지르코늄, 몰리브덴, 하프늄 및 이들

의 합금 및 조합을 포함할 수 있다. 이러한 예시적인 금속 또는 합금이 표면상에 필름으로서 증착되도록 의도될

때, 금속 또는 합금으로부터 금속 원자가 PVD 동안 제거되어 기판(18) 상에 증착되어, 원하는 금속 또는 합금으

로부터 타겟(14)이 형성된다.

배킹 플레이트(12)는 PVD 증착 공정 동안 타겟(14)을 지지하도록 사용될 수 있다. 본원에서 언급된 바와 같이,[0006]

PVD 증착 공정은 타겟(14) 및 배킹 플레이트(12)를 포함하는 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)에 바람직하지 않은 물

리적 변화를 야기할 수 있다. 예를 들어, PVD 증착 공정은 타겟(14)이 휘거나 변형되도록 할 수 있는 고열을 포

함할 수 있다. 이를 방지하기 위해, 스퍼터링 타겟 어셈블리(10) 및 구성 요소는 이러한 바람직하지 않은 변화

를 감소시키도록 디자인될 수 있다. 높은 열용량 및/또는 열 전도성과 같은 배킹 플레이트(12)의 물성은 타겟

(14) 및 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)에 대한 바람직하지 않은 변화를 방지하는 것을 도울 수 있다.

스퍼터링 타겟 어셈블리(10)의 물성을 조절하기 위한 하나의 선택사항은 배킹 플레이트(12)가 어떻게 형성되는[0007]

지를 조절하는 것을 포함한다. 이는 제조 공정 중 사용되는 재료 및 재료가 어떻게 취급(treat)되는지는 조절하

는 것을 포함할 수 있다. 다른 선택사항은 배킹 플레이트(12)의 어셈블리 및 배킹 플레이트(12)의 다양한 구성

요소를 형성하는데 사용되는 방법을 조절하는 것을 포함한다.

도 2는 예시적인 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)의 개략적인 측면도이다. 스퍼터링 타겟 어셈블리는 종종 타겟(1[0008]

4)과 배킹 플레이트(12)를 하나의 피스(piece)로 형성함으로써 제조된다. 도 2는 단일 구성 요소 디자인로 형성

된 이러한 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)의 개략도이다. 단일 구성 요소 디자인에서, 스퍼터링되는 재료 또는 타

겟 재료는 스퍼터링 동안 충분히 강하기 때문에, 전체 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)가 타겟 재료만으로 제조될

수 있다.  이러한 단일 구성 요소 디자인은 모노리스 스퍼터링 타겟 어셈블리(monolithic  sputtering  target

assembly)로 지칭될 수 있다. 모노리스 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)에서 주목해야 할 몇 가지 특징은 솔리드 내

부(solid interior)(42)를 갖는 솔리드 배킹 플레이트(solid backing plate)(12)이다. 스퍼터링 표면(16)은 기

판(도시되지 않음)을 향해 아래를 향한다. 모노리스 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)는 재료의 단일 피스로 형성되

므로, 타겟(14)을 구성하는 재료와 배킹 플레이트(12)를 구성하는 재료 사이에 결합 또는 계면을 갖지 않는다.

스퍼터링  타겟  어셈블리(10)는  종종  스퍼터링  표면(16)이  아래를  향하게  하여,  PVD  챔버  내의  주변부

(periphery)에서 타겟 탑재 플레이트(28)에 볼트 체결된다(bolted). 도시된 바와 같이 스퍼터링 타겟 어셈블리

(10)는 냉각 어셈블리(cooling assembly)에 인접한다. 기본 형태에서, 냉각 어셈블리(30)는 물과 같은 냉각 유

체(34)를 타켓(14)을 향하는 측(side)에 대향하는(opposite) 배킹 플레이트의 측(side)에 제공한다. 

도 3에 도시된 바와 같이, 2 구성 요소 스퍼터링 타겟 어셈블리(10) 디자인의 예에서, 배킹 플레이트(12)는 타[0009]

겟(14)과 별개의 구성 요소로서 형성된다. 도시된 바와 같이, 배킹 플레이트(12)는 단일 솔리드 플레이트이다.

타겟(14)은 고정(fastening), 용접(welding), 납땜(soldering) 및 특히 확산 결합(diffusion bonding)과 같은

기술에 의해 배킹 플레이트(12)에 결합되어 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)를 형성한다. 배킹 플레이트(12)는 전체

스퍼터링 타겟 어셈블리(10)의 기계적 물성의 강화 및 물리적 물성의 향상을 포함하는 다양한 기능을 제공한다.

도 3에 도시된 바와 같이, 스퍼터링 타켓 어셈블리(10)는 타겟(14)과 배킹 플레이트(12)가 결합된 후에 타겟

(14)과 배킹 플레이트(12)를 포함한다. 도 2의 단일 구성 요소 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)와 마찬가지로, 도 3

의 배킹 플레이트(12)는 솔리드(42)이다. 그러나, 도 3의 2개의 구성 요소 디자인은 스퍼터링 타겟(14)과 배킹

플레이트(12)가 결합되는 계면(interface)(40)을 도입한다. 타겟(14)과 배킹 플레이트(12)가 유사한 재료로 형

성되더라도, 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)는 스퍼터링 표면(16)에 직각인 평면으로 구획될 때, 스퍼터링 타겟 재

료가 계면 배킹 플레이트 재료를 만나거나 배킹 플레이트 재료에 결합되는 경우에, 가시적인 계면(40)을 가질

수  있다.  계면(40)은  스퍼터링  타겟  재료와  배킹  플레이트  재료를  분리하는  선으로  보여지며,  본딩  라인

(bonding line)으로 지칭될 수 있다. 본딩 라인은 배킹 플레이트(12)와 타겟(14)이 다른 재료로 제조되는 경우

에, 특히 보인다.
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스퍼터링 타겟 어셈블리(10)는 타겟 탑재 플레이트(28)를 갖는 PVD에 볼트 체결되고, 선택적으로 냉각 시스템[0010]

(30)과 접촉하는 측(32)을 가질 수 있다. 냉각 시스템(30)은 스퍼터링 타겟 어셈블리(10) 외부에 있으며 PVD 시

스템을 관통하는 냉각 유체(34)에 의해 냉각된다. 냉각은 스퍼터링 시스템의 중요한 기능이며, 그렇지 않으면,

PVD 증착 동안 필요한 높은 전력에 의해 야기될 수 있는 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)의 기계적 물성의 저하를

방지하도록 주의 깊게 조작되어야 한다.

도 4에 도시된 바와 같이, PVD 시스템은 도 3에 도시된 것보다 더 복잡한 냉각 시스템을 갖는 스퍼터링 타겟 어[0011]

셈블리(10)를 포함할 수 있다. 일부 구현예에서, 도 4에 도시된 바와 같이, 배킹 플레이트 어셈블리(24)로도 언

급되는,  중공  배킹  플레이트는  배킹  플레이트  어셈블리(24)에  내장된  내부  냉각  시스템을  가질  수  있다.

따라서, 냉각 유체(34)는 도 3에서와 같이, 배킹 플레이트(12)의 외부보다는, 배킹 플레이트 어셈블리(24)를 통

해 스퍼터링 타겟 어셈블리(10) 자체의 내부로 강제로 순환될 수 있다. 예를 들어, 배킹 플레이트 어셈블리(2

4)는 배킹 플레이트 어셈블리(24) 자체 내의 냉각 챔버(50)로도 불리는 내부 공동(cavity)를 가질 수 있다. 내

부 냉각 챔버(50)를 갖는 배킹 플레이트 어셈블리(24)를 갖는 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)를 생성하기 위해, 배

킹 플레이트 어셈블리(24)는 배킹 플레이트 어셈블리(24)를 형성하도록 함께 나중에 조합되는 개별적으로 형성

된 다수의 피스를 포함한다. 

예를 들어, 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)는 중공 배킹 플레이트와 같은 배킹 플레이트 어셈블리(24)에 결합된 타[0012]

겟(14)을 포함할 수 있다. 차례로, 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 적어도 2개의 측(sides)을 조합 또는 결합하

여 형성될 수 있으며, 이들 중 하나는 두 측이 함께 결합되면 냉각 유체(34)가 흐르도록 두 측(two sides) 사이

에 공동을 형성하는 표면 구조를 가질 수 있다.

일부 구현예에서, 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 적어도 두 개의 측, 예컨대 제1측(first side)(46) 및 제2측[0013]

(second side)(48)을 포함한다. 제1측(46)은 배킹(backing) 또는 인서트(insert) 측으로 지칭될 수 있다. 도 3

의 배킹 플레이트(12)와 마찬가지로, 도 4의 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 타켓(14)에 부착 또는 결합되는, 본

딩 표면(40)을 갖는 배킹측(46)을 갖는다. 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 냉각측으로 지칭될 수 있는, 제2측

(48)에 결합된 배킹측(46)을 포함한다. 배킹측(46) 및 냉각측(46)은 이들의 주변부(52) 주위에서 결합되고 냉각

챔버(50)를 형성하는 내부 공동을 형성한다. 냉각 챔버(50)는 냉각 유체(34)를 보유하고, 냉각 유체(34)가 냉각

챔버(50)를 통해 유동함에 따라, 냉각 유체가 배킹측(46)과 접촉하게 한다. 냉각측(48)은 냉각 유체(34)가 냉각

챔버(50) 내에 국한되도록 하여 스퍼터링 작동 중에 타겟(14)으로부터 열을 인출한다. 

본 개시사항에서, 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 냉각 유체(34)를 타겟(14) 및 스퍼터링 타겟 표면(16)에 더 가[0014]

깝게하여 배킹측(46)을 통해 타겟(14)으로부터 열을 보다 효율적으로 인출할 수 있게 한다. 냉각 챔버(50)가 냉

각 유체(34)로 채워지는 경우, 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 열 전달 영역을 형성하는 제1측 또는 배킹측(46)

을 갖는 열교환기와 유사하다.

배킹 플레이트 어셈블리(24)를 냉각시키기 위해, 냉각 유체(34)는 유체 유입구 또는 입구라고도 불리는 유체 인[0015]

풋(56)을 통해 냉각 챔버(50) 내로 도입된다. 그 후, 냉각 유체(34)는 배킹측(46)과 접촉하게 된다. 배킹측(4

6)과 접촉한 후에, 냉각 유체(34)는 냉각 챔버(50)와 유체 연통하는, 냉각 유체 아웃풋(58) 또는 출구를 통해

냉각 챔버(50)의 외부로 운반된다. 도 4에 도시된 바와 같이, 냉각 유체 인풋(56)은 배킹 플레이트 어셈블리

(24)의 측(side)에 위치될 수 있으며; 그러나, 냉각 유체 인풋(56)은 냉각 챔버(50)의 내부를 갖는 배킹 플레이

트 어셈블리(24)의 외부로부터의 유체 연통을 허용하는 임의의 위치에 위치될 수 있다. 예를 들어, 냉각 유체

인풋(56)은 냉각측(48)의 표면을 통해 위치될 수 있다. 냉각 유체 아웃풋(58) 또는 출구는 또한 배킹 플레이트

어셈블리(24)의 측에 또는 냉각 챔버(50)와의 유체 연통을 허용하는 임의의 위치에 위치될 수 있다.

일부 구현예에서, 냉각 챔버(50)는 냉각 유체(34)가 통과할 수 있는 개방 팽창 공동(open expansive cavity)일[0016]

수 있다. 냉각 챔버(50) 내에서, 냉각 유체(34)는 냉각 챔버(50)의 내부 표면 전체에 퍼져 유동할 수 있다. 일

반적으로, 냉각 유체(34)는 냉각 유체 인풋(56)을 통해 펌핑되고, 냉각 챔버(50)의 내부를 가로 질러 유동하고,

냉각 챔버 아웃풋(58)을 통해 냉각 챔버(5)로부터 배출된다. 냉각 유체 유동 프로파일은 냉각 챔버(50)를 통한

체적 유량(volumetric flow rate)을 조절함으로써 조절될 수 있다. 예를 들어, 비교적 낮은 체적 유량은 냉각

유체(34)가 층류(laminar flow)로 냉각 챔버(50)를 가로지르도록 할 수 있다. 그러나, 일부 경우에는, 더 난류

인 유동 프로파일(turbulent flow profile)이 바람직할 수 있고, 더 높은 유량이 사용될 수 있다.

배킹 플레이트 어셈블리(24)를 갖는 예시적인 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)는 타켓(14)을 포함하며 이는 타겟 재[0017]

료; 예를 들어 고순도 Al, Cu  또는 Ti로 구성되고; 그 자체가 본딩(bonding),  브레이징(brazing)  또는 납땜

(soldering)에 의해 냉각측(48)에 결합되는 배킹측(46)에 결합된다. 배킹측(46) 및 냉각측(48)은 냉각 유체(3
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4)가 유동하는 냉각 챔버(50)에 대한 내부 공동을 형성한다. 냉각 챔버(50)는 유체 인풋(56)으로부터 유체 아웃

풋(58)으로의 단방향 유체 흐름을 강제하는, 배킹측(46)과 냉각측(48) 사이에 균등하게 구획된 플로우 배리어

(flow barriers)에 의해 형성된 복수의 개별 채널을 포함할 수 있다. 부가적인 특징이 유체 인풋(56)과 유체 아

웃풋(58) 사이 및 냉각 채널(68)에 선택적으로 존재하며; 이들의 기능은 각 냉각 채널(68) 사이에 냉각 유체

(34)를 균일하게 분배하는 것이다.

일부 구현예에서, 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 두께를 갖는 비교적 평평한 배킹측(46)으로 구성된다. 냉각 채[0018]

널을 형성하기 위해, 재료는 배킹측 두께의 일부분을 통해 배킹측(46)으로부터 제거된다. 이는 재료를 제거하는

기계가공 도구(tool)로 완료될 수 있다. 일단 냉각 채널이 생성되면, 냉각측의 표면을 플로우 배리어의 표면에

결합시킴으로써, 냉각측이 배킹측에 결합될 수 있다. 이 공정은 시간과 장치를 많이 사용하는 공정이다. 그루브

를 생성하는데 사용되는 도구는 일반적으로 고가이며, 냉각 채널을 형성하기 위해 제거된 재료는 낭비될 수 있

으며 종종 재활용하기 어렵다.

배킹 플레이트 어셈블리(24)를 형성하기 위해 이들 방법을 사용하는 또 다른 단점은 다수의 구성 요소가 함께[0019]

결합되는 경우에, 본딩 라인이 본질적으로 도입된다는 것이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본딩 라인(74)은 이전

에 분리된 2개의 구성 요소가 함께 결합되는 계면에서 발견된다. 예를 들어, 배킹측(46), 플로우 배리어(66) 또

는 냉각측(48) 중 어떠한 것이 결합되는 표면은 구성 요소가 결합되거나 함께 용접된 후에 남는 본딩 라인(74)

을 포함할 수 있다. 본딩 라인(74)은 2개의 표면이 결합되는 계면의 평면에 수직인 방향으로 재료를 섹션화함으

로써 관찰될 수 있다. 본딩 라인(74)은 심지어 유사한 재료를 갖는 구성 요소를 함께 결합시킨 후에도 종종 가

시적이다. 본딩 라인(74)은 재료에 구조적 결함을 도입할 수 있고 재료에 약점을 제공할 수 있다. 본딩 라인

(74)은  스퍼터링  타겟  어셈블리(10)가  스퍼터링  공정에  종종  존재하는  고온  또는  고압과  같은  높은  응력

(stress) 상황에 놓이는 경우에, 종종 재료 결함 부위이다.

따라서, 2개의 구성 요소 디자인은 본질적으로 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)에 약점을 잠재적으로 도입할 수 있[0020]

는 본딩 라인(74)을 제공한다. 예를 들어, 스퍼터링 타겟 어셈블리(10)가 스퍼터링 공정 중에 도달되는 것과 같

은 고온을 격게되는 경우에, 배킹 플레이트 어셈블리는(24)는 본딩 라인에서 잠재적으로 파손될 수 있다. 배킹

플레이트 어셈블리(24)가 파손되는 경우에, 냉각 유체는 배킹 플레이트 어셈블리(24)로부터 본딩 라인을 통해

누출되어 PVD 장치의 내부에 도달할 수 있다. 스퍼터링 타겟 어셈블리의 결함 또는 배킹 플레이트 어셈블리의

결함은 스퍼터링 타겟 어셈블리(10) 또는 배킹 플레이트 어셈블리(24)가 둘 이상의 다른 종류의 재료로 생성되

는 경우에, 잠재적으로 증가할 수 있다. 다른 재료는 다른 열팽창계수를 가지며, 따라서, 서로 다른 비율로 팽

창하여 재료 간의 결합이 실패할 가능성을 높인다. 

본딩 라인(74)에 도입된 문제 이외에, 보다 큰 크기의 타겟(14) 및 배킹 플레이트 어셈블리(24)는 배킹 플레이[0021]

트 어셈블리(24) 내의 냉각 채널(68)을 생성하는 복잡성을 증가시킨다. 또한, 냉각 채널(68)을 형성한 후에 배

킹 플레이트 어셈블리(24)의 두 측을 함께 결합하는 것은 배킹 플레이트 어셈블리(24)의 제1측(46) 및 제2측

(48)의 표면과 플로우 배리어(66)의 표면을 연결하는데 어려움이 있다. 예를 들어, 매우 불규칙한 유동 경로의

냉각 채널(68)을 갖는 배킹 플레이트 어셈블리(24)의 구성 요소의 표면을 결합하는 것은 추가적인 기계가공 시

간, 다양한 구성 요소 간의 정확한 프로그래밍 및 정렬 및 적어도 2회의 결합 작업을 필요로 한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

과제의 해결 수단

본원에 개시된, 실시예 1은 스퍼터링 타겟과 함께 사용하기 위한 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 방법이다.[0022]

상기 방법은 연속 재료의 3차원 구조물을 형성하기 위해 적층 가공을 사용하는 단계를 포함한다. 상기 방법은

제1면에 실질적으로 평평한 제1측을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 제1측은 제1표면 및 제2표면, 그리고 상기

제1면에 대하여 수직인 방향으로, 상기 제1 및 제2표면 사이에 두께를 갖는다. 상기 방법은 상기 제1측의 제2표

면에 결합된 복수의 플로우 배리어를 형성하는 단계를 추가로 포함하며, 상기 복수의 플로우 배리어는 상기 제1

면에 평행한 방향으로 연장되고 상기 제1면에 수직인 방향으로 두께를 갖는다. 상기 방법은 상기 복수의 플로우

배리어 사이에 형성되고, 복수의 플로우 채널과 유체 연통하는 적어도 하나의 액체 인풋 및 적어도 하나의 액체

아웃풋을 포함하는 복수의 플로우 채널을 형성하는 단계를 추가로 포함한다. 상기 방법은 제1면에 실질적으로
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평평한 제2측을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 제2측은 복수의 플로우 배리어에 결합된 제1표면 및 제2표면,

그리고 상기 제1면에 대하여 수직인 방향으로 상기 제1 및 제2표면 사이의 두께를 갖는다. 상기 방법은 배킹 플

레이트가 제1측, 복수의 플로우 배리어 및 제2측 전반에 걸쳐 균일하고 연속적인 재료 구조물을 포함하도록 재

료를 균일하게 고화시키는 단계(solidifying)를 포함한다.

실시예 2는 상기 배킹 플레이트를 형성하는 단계는 제1측, 복수의 지지 배리어(support barriers) 및 제2측 사[0023]

이에 본딩 라인 없는 단일의 일원화된 재료(single unitary material)를 형성하는 것을 포함하는 실시예 1의 방

법이다. 

실시예 3은 배킹 플레이트 재료가 제1측, 플로우 배리어 및 제2측의 재료 전반에 걸쳐 일체로 형성되는 실시예[0024]

1 또는 2의 방법이다. 

실시예 4는 모노리스 배킹의 재료가 균일하게 증착되고 고화되어 단일의 일관된 재료(consistent material)를[0025]

형성하는 실시예 1 내지 3 중 어느 하나의 방법이다. 

실시예 5는 상기 형성 단계는 단일 연속 제조 공정으로 수행되는 실시예 1 내지 4 중 어느 하나의 방법이다. [0026]

실시예 6은 액체가 액체 인풋으로 유입되고, 플로우 배리어 사이에서 제1면과 평행하게 유동하고, 액체 출구를[0027]

빠져나갈 수 있도록 복수의 플로우 채널을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 실시예 1 내지 5 중 어느 하나의

방법이다.

실시예 7은 액체가 액체 인풋으로 유입되고, 플로우 배리어 사이에서 제1면과 평행하게 상기 제1측의 제2표면과[0028]

제2측의 제1표면의 영역을 실질적으로 가로지르는 경로를 따라 유동하고, 액체 아웃풋에서 배출되도록, 복수의

플로우 채널을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 실시예 1 내지 6 중 어느 하나의 방법이다.

실시예 8은 Al, Co, Cr, Cu, Ta, Ti, Ni, W 및 이들의 합금, C, SiC, 붕소화물, 산화물 및 강철(steels)을 포[0029]

함하는 재료로부터 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 단계를 추가로 포함하는 실시예 1 내지 7 중 어느 하나

의 방법이다. 

본원에서 개시된, 실시예 9는 적층 가공을 사용하여 연속 재료의 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트를 형성하는 방법[0030]

이다. 상기 방법은 재료층을 제1면에 층별로(layer by layer) 반복적으로 증착하는 단계를 포함한다. 상기 방법

은 제1면에 실질적으로 평평한 제1측을 형성하기 위해 이전에 고화된 층에 증착된 재료를 고화시키는 단계를 추

가로 포함한다. 제1측은 제1면에 수직인 방향으로 제1표면과 제2표면 사이의 두께를 형성하는, 제1표면 및 제2

표면을 갖는다. 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트는 제1측의 제2표면에 결합된 복수의 플로우 배리어를 갖는다. 복

수의 플로우 배리어는 제1면에 평행한 방향으로 연장되고 제1면에 수직인 방향으로 두께를 갖는다. 스퍼터링 타

겟 배킹 플레이트는 복수의 플로우 배리어에 의해 형성된 복수의 플로우 채널을 갖는다. 스퍼터링 타겟 배킹 플

레이트는 제1면에 실질적으로 평평한 제2측을 갖는다. 제2측은 플로우 배리어에 결합된 제1표면, 및 제1면에 수

직인 방향으로 제1 및 제2표면 사이의 두께를 형성하는 제2표면을 갖는다. 상기 복수의 플로우 채널은 상기 제1

측의  제2표면과  상기  제2측의  제1표면  사이에서  상기  배킹  플레이트  전체에  냉각  유체를  유동시키도록

형성되고, 상기 배킹 플레이트는 상기 제1측, 복수의 플로우 배리어, 및 제2측 전체에 걸쳐 일체로 균일한 재료

를 포함한다. 

실시예 10은 배킹 플레이트를 형성하는 단계는 제1측, 복수의 플로우 배리어 및 제2측 사이에 본딩 라인 없이[0031]

단일의 일원화된 재료를 형성하는 것을 포함하는 실시예 9의 방법이다. 

실시예 11은 제1측, 플로우 배리어 및 제2측의 재료 전반에 걸쳐 일관된 결정 구조물을 형성하도록 배킹 플레이[0032]

트의 재료를 고화시키는 단계를 추가로 포함하는, 실시예 9 또는 10 중 어느 하나의 방법이다.

실시예 12는 모노리스 배킹의 재료가 단일 재료 바디로 균일하게 형성되는 실시예 9 내지 11 중 어느 하나의 방[0033]

법이다. 

실시예 13은 제2측에 제2의 복수의 플로우 배리어를 형성하는 단계를 추가로 포함하며, 상기 제2의 복수의 플로[0034]

우 배리어는 냉각 유체가 제2측을 가로질러 유동하도록 하는 모양의 제2의 복수의 플로우 채널을 형성하는, 실

시예 9 내지 12 중 어느 하나의 방법이다. 

실시예 14는 Al, Co, Cr, Cu, Ta, Ti, Ni, W 및 이들의 합금, C, SiC, 붕소화물, 산화물 및 강철을 포함하는[0035]

재료로부터 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는 단계를 추가로 포함하는 실시예 9 내지 13 중 어느 하나의 방법

이다. 
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본원에 개시된, 실시예 15는 제1면에서 실질적으로 평평한 연속 재료로 형성된 일원화된 구조물을 갖는 제1측을[0036]

포함하는 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트이다. 제1측은 제1표면 및 제2표면, 그리고 제1면에 수직인 방향으로 제1

표면과 제2표면 사이의 두께를 갖는다. 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트는 제1면에 실질적으로 평평한 연속 재료로

형성된 일원화된 구조물을 가지며, 제1표면, 제2표면, 및 제1면에 수직인 방향으로 제1표면과 제2표면 사이의

두께를 갖는 제2측을 포함한다. 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트는 제1측의 제2표면 및 제2측의 제1표면에 결합된

복수의 지지 배리어를 포함하며, 상기 복수의 지지 배리어는 제1면에 수직인 방향으로 두께를 가지며, 복수의

지지 배리어 각각이 상기 제1면에 평행한 방향으로의 폭보다 더 큰 길이를 갖도록 제1면에 평행한 방향으로 연

장된다. 스퍼터링 타겟은 제1측, 제2측 및 복수의 지지 배리어에 의해 형성되는 복수의 플로우 채널을 포함하고

액체가 액체 입구로 들어가고 제1측과 제2측 사이에서 제1면과 평행하게 유동하고, 액체 출구에서 배출되도록

액체 입구와 액체 출구를 포함한다. 상기 배킹 플레이트는 상기 제1측, 상기 복수의 지지 배리어, 및 제2측으로

부터 연속적으로 형성된 재료를 포함한다.

실시예 16은 배킹 플레이트가 제1측, 복수의 지지 배리어 및 제2측 사이에 본딩 라인이 없는 단일의 일원화된[0037]

재료를 포함하는 실시예 15의 배킹 플레이트이다. 

실시예 17은 배킹 플레이트의 재료가 단일 결정 구조물로 이루어진 실시예 15 및 16 중 어느 하나의 배킹 플레[0038]

이트이다. 

실시예  18은  배킹  플레이트가  단일  공정  단계로  형성되는  실시예  15  내지  17  중  어느  하나의  배킹[0039]

플레이트이다. 

실시예 19는 복수의 플로우 채널이 액체를 액체 입구를 통해 안내하고, 액체를 플로우 배리어 사이 및 제1 및[0040]

제2측 사이에서 운반하고, 액체 출구에서 배출하도록 형성되는, 실시예 15 내지 18 중 어느 하나의 배킹 플레이

트이다. 

실시예 20은 복수의 플로우 채널이 액체가 액체 입구로 유입되고, 제1측의 제2표면과 제2측의 제1표면을 가로지[0041]

르는 경로를 따라 플로우 배리어 사이에서 제1면에 평행하게 유동하고, 상기 액체 출구에서 배출될 수 있도록

형성되는, 실시예 15 내지 19 중 어느 하나의 배킹 플레이트이다. 

실시예 21은 배킹 플레이트가 Al, Co, Cr, Cu, Ta, Ti, Ni, W 및 이들의 합금, C, SiC, 붕소화물, 산화물 및[0042]

강철을 포함하는 재료로 형성되는, 실시예 15 내지 20 중 어느 하나의 배킹 플레이트이다. 

다수의 구현예가 개시되었지만, 본 발명의 또 다른 구현예는 본 발명의 예시적인 구현예를 도시하고 설명하는[0043]

다음의 상세한 설명으로부터 이 기술분야의 기술자에게 명백해질 것이다. 따라서, 도면 및 상세한 설명은 본질

적으로 예시적인 것이며 제한적이지 않은 것으로 간주되어야 한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 물리 증착 장치의 일부의 개략도이다.[0044]

도 2는 모노리스 스퍼터링 타겟 어셈블리의 개략도이다.

도 3은 스퍼터링 타겟 및 배킹 플레이트 어셈블리의 개략도이다.

도 4는 내부 냉각 챔버를 갖는 배킹 플레이트를 갖는 스퍼터링 타겟 어셈블리의 개략도이다.

도 5는 형성된 냉각 채널을 갖는 2 피스 배킹 플레이트의 개략도이다.

도 6은 예시적인 적층 가공 장치의 개략도이다.

도 7은 예시적인 적층 가공 장치의 개략도이다.

도 8은 예시적인 적층 가공 장치의 개략도이다.

도 9는 예시적인 적층 가공 장치의 개략도이다.

도 10a 및 도 10b는 적층 가공을 사용하여 배킹 플레이트를 형성하는 방법의 입체배치도이다. 

도 11a 및 도 11b는 적층 가공을 사용하여 배킹 플레이트를 형성하는 방법의 입체배치도이다. 

도 12는 냉각 채널을 갖는 예시적인 배킹 플레이트의 개략도이다.
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도 13은 본 개시사항의 구현예에 따른 방법의 플로우챠트이다.

도 14는 본 개시사항의 구현예에 따른 방법의 플로우챠트이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

단일 피스의 재료로 생성된 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트는 서로 융합된 다수의 피스로 구성된 배킹 플레이트에[0045]

비해 잠재적으로 개선된 물성을 제공한다. 본원에서 사용된, 어구, 모노리스 또는 모노블록은 단일 적층 가공

공정으로  형성되는,  균일한  또는  일체형  구조물로도  지칭될  수  있는,  단일  피스의  재료(single  piece  of

material)를 포함하는 배킹 플레이트 또는 스퍼터링 타겟/배킹 플레이트 어셈블리와 같은 목적물을 지칭한다.

후술한 바에서 명백해 지듯이, 단일 적층 가공 공정은 순차적인 단계를 갖는 반복 공정을 포함할 수 있다.

일부 구현예에서, 본 개시사항은 실질적으로 중공 내부를 갖는 균일한 또는 일체형 구조물을 형성하기 위해 단[0046]

일 피스의 재료로 제조되는 모노리스 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트에 관한 것이다. 일부 구현예에서, 본 개시사

항은 균일한 또는 일체형 구조물을 갖는 모노리스 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트를 형성하기 위해 적층 가공을

사용하는 방법에 관한 것이다. 일부 구현예에서, 본 개시사항은 단일 제조 공정에서 스퍼터링 타겟 배킹 플레이

트를 형성하는 방법에 관한 것이다. 일부 구현예에서, 제조 공정은 입자 크기, 밀도 또는 조성 구배를 갖는 재

료를 형성하는데 사용될 수 있다.

냉각 챔버를 갖는 배킹 플레이트를 형성하기 위한 제조 공정을 단순화할 수 있는 공정이 필요하다. 사용된 공정[0047]

은 재료가 결합된 후에 배킹 플레이트 구성 요소 사이에 본딩 라인을 갖지 않는 배킹 플레이트를 유리하게 형성

할 수 있다. 냉각 채널을 형성하기 위해 예비성형된 플레이트로부터 재료를 제거할 필요를 방지함으로써, 냉각

채널을 기계가공하는 것과 관련된 비용 및 시간이 감소되거나 제거된다. 나아가, 스퍼터링 타겟 어셈블리에 필

요한 재료의 양만을 사용하는 제조 공정은 사용되는 재료의 양을 감소시키고, 따라서 원료 비용을 또한 감소시

킨다.

적층 가공(additive manufacturing, "AM")은 빌드 재료를 증착 또는 결합하여 목적물을 층으로 빌드업하여 형성[0048]

함으로써, 3차원("3D") 목적물이 생성되는 공정이다. 디자인 데이터는 3D 목적물을 2차원 평면의 개별층으로 나

누고 3D 목적물은 각층에 필요한 정확한 양의 재료를 반복적인 방식으로 추가하여 형성된다. 이러한 이유로 적

층 가공은 "3D 프린팅" 또는 "적층 제조(layered manufacturing)"라고도 지칭된다. 적층 가공 기술은 레이저,

전자빔 또는 이온 융합 용융(ion fusion melting)과 같은 에너지원을 통해 증착된 재료를 결합 또는 치밀화하는

것을 포함한다.  이들 기술은 복잡한 형태의 공동 및 채널이 있는,  정밀 정형,  모노리스 구조물(net  shape,

monolithic structures)을 제조할 수 있다. 

하나의 선택사항은 이들 기술을 사용하여 내부 냉각 채널로 스퍼터링되는 재료로부터 모노리스 스퍼터링 타겟[0049]

및/또는 배킹 플레이트 어셈블리를 제조하는 것이다. 다른 선택사항은 적층 가공 기술을 사용하여 내부 냉각 채

널의 유무에 관계없이 복합 재료, 라미네이트 또는 기타 특유한 재료와 같은 비-전형적인 재료로 제조된, 정밀

정형, 단일 피스 배킹 플레이트를 제조하는 것이다. 그 후, 이들 배킹 플레이트는 타겟 재료(target material)

에 결합될 수 있다. 일부 구현예에서, 내부 냉각 채널을 통한 향상된 냉각의 도입은 별도의 배킹 플레이트 없이

타겟을 갖는 모노리스 스퍼터링 타겟 어셈블리를 허용하기에 충분할 수 있다.

적층 가공은 일반적으로 내부 플로우 배리어와 냉각측 또는 배킹측 사이의 계면에 별개의(discrete) 본딩 라인[0050]

을 갖지 않는 모노리스 배킹 플레이트를 형성하는데 사용될 수 있다. 일부 구현예에서, 적층 가공은 일원화된

재료, 또는 일체형 재료, 또는 재료 내에 별개의 본딩 라인을 갖지 않는 재료로서 규정되는 일체의 균일한 재료

를 갖는 배킹 플레이트를 형성할 수 있다. 예를 들어, 일원화된 재료 또는 일체형 재료는 섹션화(section)될 수

있는 재료이며, 섹션화된 후에, 솔리드 재료의 노출된 표면을 따라 따라가는 경로는 별개의 본딩 라인을 만나거

나 본딩 라인과 교차하지 않는다. 

일부 구현예에서, 본원에 개시된 방법은 AM을 사용하여 스퍼터링 타겟 및 배킹 플레이트를 포함하는 2 피스 스[0051]

퍼터링 타겟 어셈블리를 형성하는 단계를 포함하며, 내부 공동를 형성하는 냉각 및 배킹(인서트라고도 함) 측은

단일 단계에서 제작된다. AM을 사용하면, AM 방법의 독특한 층별 증착 순서에 의한 단일 제작 단계가 가능하다.

예시적인  방법에서,  주조(casting),  단조(forging),  롤링  또는  열처리와  같은  전형적인  열-기계  프로세싱

("TMP")에 의해 제조되는 스퍼터링 타겟이 AM에 의해 제조되는 배킹 플레이트에 결합된다. 배킹 플레이트는 냉

각 유체의 순환을 위한 내부 공동을 구비하도록 구성될 수 있다.

도 6은 본 개시사항의 방법과 함께 사용될 수 있는 예시적인 AM  장치의 개략도를 도시한다. 도 6에 도시된[0052]
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예는, 비록 다양한 AM 기술이 유사한 도식(schematics)을 포함할 수 있지만, 종종 분말 베드 융합(powder bed

fusion)으로 지칭되는 기술을 포함한다. AM 장치는 금속 또는 금속 합금 분말과 같은 빌드 재료(80)의 베드를

포함할 수 있다. 또한, 빌드 재료(80)는 제조되는 3차원 구조물(84)를 유지하기 위한 빌드 플랫폼(82)의 상부에

층별로 증착될 수 있다. 빌드 재료(80)는 서로의 상부에 층별로 추가될 수 있으며, 고화되어 3차원 구조물(84)

을 점진적으로 형성할 수 있다. 빌드 플랫폼(82)은 재료 베드(80)에 대해 상부 또는 하부로 이동하는 엘리베이

터(92)에 종종 부착되어, 빌드 재료(80)에 추가 층을 부가하는 것을 돕는다. 용융 또는 경화 장치(86)는 빌드

플랫폼(86)의 상부에 일반적으로 위치된다. 경화 장치(86)는 금속과 같은 빌드 재료(80)를 용융시키기 위한 장

치를 포함할 수 있거나 또는 라미네이트 또는 다른 재료를 경화시키기 위한 경화 장치를 포함할 수 있다. 용융

또는 경화 장치(86)는 종종 형성되는 재료의 다양한 위치를 용융시키기 위해 빌드 플랫폼(82)에 대해 용융 또는

경화 장치(86)를 이동시키는 래스터(raster)(88)에 연결된다. 일부 구현예에서, AM 장치는 재료 베드(80)를 갖

지 않지만, 대신 용융 장치(86)는 재료를 용융시켜서 빌드 플랫폼(82) 상에 분배하고, 3차원 구조물(84)을 형성

하도록 재료의 후속 층을 부가하는 디스펜서를 포함한다. 엘리베이터(92) 및 용융 및 경화 장치(86)는 엘리베이

터(92) 및 용융 및 경화 장치(86)의 이동에 기초하여 3차원 구조물(84)이 어떻게 형성되는지를 조절하는 조절

시스템(90)에 의해 조절된다.

AM은 다수의 구성 요소의 기계 가공 및 결합을 필요로 하는 종래의 방법보다 냉각 채널에 대한 복잡한 디자인을[0053]

보다 신속하고 보다 정확하게 형성하는 방법이다. 더욱이, AM 기술의 탁월한 역량으로 인해, 새롭고 보다 효율

적인 채널 디자인이 또한, 보다 신속하게 구현될 수 있으며, 그 중 일부는 기존의 기계 가공 기술로 생산하기에

는 너무 복잡할 수 있다. 스퍼터링 타겟 어셈블리 재료는 전형적으로 금속 및 합금으로 제조되기 때문에, 본원

에 개시된 것은 사용될 수 있는 4가지 예시적인 타입의 AM 방법이다. 개시된 4가지 타입의 AM 방법은 분말 베드

융합(powder  bed  fusion),  다이렉트 에너지 디포지션(directed  energy  deposition),  시트 라미네이션(sheet

lamination) 및 바인더 분출(binder jetting)이며, 기술이 발전함에 따라 추가적인 방법이 이용 가능할 수도 있

다.

분말 베드 융합[0054]

분말 베드 융합은 도 6에 도시된 것과 같이, 열 에너지가 분말 베드(80)의 영역을 선택적으로 융합하는 AM 방법[0055]

이다. 열 에너지원은 일반적으로 레이저 또는 전자 빔이다. 열 에너지는 분말 재료층의 선택된 부분을 용융시키

고, 이는 그 후, 냉각되어서 고상으로 변한다. 그 후, 상기 분말 베드(80) 및 최근에 융합된층 위에 다른 분말

층을 가져오고, 공정이 다시 반복될 수 있다. 금속 부품의 경우, 앵커는 전형적으로 부품을 베이스 플레이트에

부착하고 아래쪽을 향한 구조물을 지지하기 위해 필요하다. 이는 앵커가 사용되지 않는 경우, 열 응력(thermal

stress) 및 뒤틀림(wraping)을 초래하는 높은 열 구배를 생성할 수 있는 금속 분말의 높은 용점 때문에 필요하

다.  분말  베드  융합을  위한  다른  일반적인  산업적  명칭으로는  레이저  용융(LM),  선택적  레이저  용융/소결

(SLM/SLS), 직접 금속 레이저 소결(DMLS) 및 전자 빔 용융을 포함한다.

다이렉트 에너지 디포지션[0056]

도 7은 증착됨에 따라 재료를 용융시킴으로써 재료를 융합시키기 위해 집중된 열 에너지를 사용하는 다이렉트[0057]

에너지  디포지션에  대한  개략도이다.  이  공정에서,  빌드  목적물(110)은  솔리드  빌드  플랫폼(100)  상에

생성된다. 다수의 축상에서 회전할 수 있는 아암(102)은 와이어 또는 분말 형태의 재료(104)를 증착한다. 재료

(104)는 빌드 목적물(110)의 기존 표면(112) 상에 증착된다. 재료(104)는 증착시 재료(104)을 용융시키는 에너

지원(106)으로부터 레이저, 전자 빔 또는 플라즈마 아크와 같은 집중된 에너지(focused energy)(108)를 사용하

여 용융된다. 추가 재료(104)는 층별로 추가되고, 기존 빌드 목적물(110) 상의 새로운 재료 형상(features)을

고화, 생성 또는 수리한다.

이 기술에서, 통상적으로 레이저는 에너지(108)의 공급원이고, 재료(104)는 금속 분말이다. 일부 경우에, 금속[0058]

분말이 레이저에 의해 생성된 용융 금속 풀(pool)에 주입되거나 증착된다. 이 기술의 다른 명칭으로는 블로운

분말 AM(blown powder AM) 및 레이저 클래딩(laser cladding)을 포함한다. 일부 독특한 역량으로는 여러 재료

를 동시에 증착하여 기능적으로 차등화된 부품을 제조할 수 있다.  대부분의 다이렉트 에너지 디포지션 기계

(directed energy deposition machines)는 또한 증착 헤드를 위치시키기 위해 4-축 또는 5-축 모션 시스템 또

는 로봇 팔을 가지며, 따라서, 빌드 시퀀스는 평행 평면상의 연속적인 수평층에 제한되지 않는다. 하이브리드

시스템은 또한 분말-공급 다이렉트 에너지 디포지션과 CNC 밀링(예, 4-축 또는 5-축 밀링)을 조합할 수 있다.

시트 라미네이션[0059]

공개특허 10-2018-0068335

- 11 -



시트 라미네이션은 재료 시트가 3D 목적물을 형성하도록 결합되는 AM 공정이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 빌드[0060]

재료의 예비성형된 시트(128)는 롤러(122) 및 벨트(124)와 같은 재료 시트(128)를 제공하는 선택적인 추가 장치

에 의해 커팅 베드(120) 상의 제위치에 위치된다. 재료 시트(128)는 접착제를 사용하여 미리 결합된 층(126) 위

의 제 위치에 결합된다. 그 후, 레이저 또는 칼과 같은 커팅 도구(130)에 의해 필요한 형상이 결합된 재료 시트

(128)로부터 절단된다. 절단 또는 결합 단계는 순서가 바뀔 수 있고, 선택적으로, 재료 시트(128)는 위치되고

결합되기 전에 절단될 수 있다.

금속의 경우, 시트 재료는 종종 금속 테이프 또는 호일의 형태로 제공된다. 특히, 초음파 적층 가공(UAM)에서,[0061]

금속 호일 및 테이프는 트윈 고주파 트랜스듀서(twin high frequency transducers)에 의해 공급된 초음파 에너

지와 시스템의 롤링하는 소노트로브(sonotrobe)에 의해 생성된 압축력의 조합으로 또한, 함께 용접될 수 있다.

시트 라미네이션 기술은 완전한 CNC-기계 가공 역량과 조합될 수 있다.

바인더 분출[0062]

도 9에 도시된 바와 같이, 바인더 분출은 잉크젯 프린트 헤드(142)  노즐을 통해 증착된 액체 접착제 공급기[0063]

(liquid adhesive supply)(140)을 통해 선택적으로 분배되어 분말 재료를 분말 베드(144)에 결합시키는 액체 결

합제를 포함한다. 바인더 분출로, 분배된 재료는 빌드 재료가 아니라 오히려 분말을 원하는 형상으로 유지하기

위해 분말 베드(144) 상에 배치되는 액체이다. 분말 재료는 분말 공급기(146)로부터 이동되고 롤러(150)를 사용

하여 빌드 플랫폼(148) 상에 스프레드된다. 프린트 헤드(142)는 필요한 곳인 분말 베드(144)의 상부에 바인더

접착제(152)를 증착시킨다. 빌드 플랫폼(148)은 빌드 목적물(156)이 형성됨에 따라 낮아진다. 일단 이전에 증착

된 층이 결합되면, 분말 공급기(146)로부터 빌드 목적물(156) 상에 롤러(150)에 의해 분말의 다른 층이 스프레

드된다. 빌드 목적물(156)은 분말이 바인더 접착제(152)에 결합되는 곳에 형성된다. 결합되지 않은 분말은 빌드

목적물(156)를 둘러싸고 있는 분말 베드(144)에 남는다. 이 공정은 빌드 목적물(156) 전체가 제조될 때까지 반

복된다.

바인더  분출에  의해  제조된  금속  부품은  일반적으로  AM  빌드  공정  후에  소결되고,  제2  금속으로  침투[0064]

(infiltrate)되어야 한다. 예는 스테인레스 스틸, 청동 또는 철 부품에 청동 침투제(infiltrant)를 사용하는 것

이다. 다른 침투제는 Al, 유리 또는 탄소 섬유일 수 있다. 빌드-후 퍼니스 사이클(post-build furnace cycle)

동안, 바인더는 연소되고 청동은 금속 합금을 생산하도록 부품에 침투된다.

도 10a 및 도 10b는 냉각 채널을 갖는 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트를 제조하기 위해 AM 기술을 사용하는 두 가[0065]

지 방법을 도시한다. 바람직한 AM 방법은 분말 베드 융합 및 다이렉트 에너지 디포지션을 포함하지만, 시트 라

미네이션 및 바인더 분출은 일부 특정 금속 및 합금에 사용될 수 있다.

도 10a는 AM을 사용하여 내부 지지 구조물을 부가하지 않고 배킹 플레이트 어셈블리를 제조하는 방법을 도시한[0066]

다. 단계(210)에서, 열 에너지 또는 결합 재료를 사용하여 빌드 재료를 층별로(layer by layer) 융합 및 결합하

여 배킹측을 형성한다. 배킹측에 대해 적합한 두께가 얻어진 후에, 재료는 단계(220)에서 플로우 배리어를 형성

하기 위해 선택 영역에 증착된다. 일부 구현예에서, 화살표(225)로 표시된, 유동 채널(flow channels)은 추가

지지 구조물의 필요 없이, 플로우 배리어에 대한 재료를 빌드업하여 형성될 수 있다. 일단 플로우 배리어가 적

합한 높이까지 빌드업되면, 플로우 채널은 단계(230)에서 냉각측을 형성함으로써 커버될 수 있다. 냉각측은 또

한 충분한 높이에 도달할 때까지 층별로 형성된다. 단계(240)에서, 플로우 채널을 갖는 배킹 플레이트는 AM 기

계로부터 제거될 수 있고 세척 또는 연마와 같은 부가적인 공정을 거칠 수 있다. 스퍼터링 타겟은 또한 단계

(240)에서 부가될 수 있다. 단계(250)에서, 스퍼터링 타겟을 배킹 플레이트에 완전히 결합시키고 배킹 플레이트

재료가 고화되는 것을 확실하게 하기 위해, 힙핑(hipping) 또는 용접과 같은 최종 본딩 단계가 사용된다.

 도 10b는 도 10a에 도시된 것과 같은 배킹 플레이트 어셈블리를 제조하기 위해 AM을 사용하는 유사한 방법을[0067]

도시한다. 그러나, 도 10b에 도시된 방법은 내부지지 구조물을 냉각 채널에 부가하는 것을 포함한다. 단계(26

0)에서, 재료는 층별로 형성되어 배킹측을 형성한다. 단계(270)에서, 재료는 플로우 배리어를 형성하도록 선택

된 영역에 증착된다. 그 후, 또한, 단계(270)에서, 빌드 재료는 플로우 배리어 및 부가적인 지지 구조물(275)을

생성하는데 사용된다. 다른 구현예에서, 지지 구조물은 배킹측에 배치된 예비-형성된 구조이며, 그 후, AM 기술

을 사용하여, 제조된 전체에 편입된다. 예를 들어, 지지 구조물은 예비-성형될 수 있고 또한 얇은 벽을 갖는 T-

형 구조로 디자인될 수 있다. 일단 플로우 배리어 및 지지 구조물이 적합한 높이까지 형성되면, 플로우 채널은

단계(280)에서 냉각측을 형성함으로써 커버될 수 있다. 지지 구조물은 냉각측을 형성하는 재료를 빌드업 위해

플로우 배리어 사이의 공간을 연결하는 것을 돕는다. 냉각측은 충분한 높이에 도달할 때까지 층별로 형성된다.

단계(290)에서, 플로우 채널을 갖는 배킹 플레이트는 AM 기계로부터 제거되어, 세척 또는 연마와 같은 부가적인
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처리를 거치고, 지지 구조물이 제거될 수 있다. 스퍼터링 타겟은 또한 단계(290)에서 추가될 수 있다. 단계

(300)에서, 스퍼터링 타겟을 배킹 플레이트에 완전히 결합시키고 배킹 플레이트 재료가 고화되는 것을 확실하게

하기 위해 힙핑(hipping) 또는 용접과 같은 최종 본딩 방법이 사용된다.

도 11a 및 도 11b는 도 10a 및 도 10b에서와 같이 냉각 채널을 갖는 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트를 제조하기[0068]

위해 AM 기술을 사용하는 유사한 방법을 도시한다. 그러나, 출발 재료는 배킹측의 일부를 포함하는 예비성형된

플레이트를 포함한다. 바람직한 AM 방법은 분말 베드 융합 및 다이렉트 에너지 디포지션을 포함하지만, 시트 라

미네이션 및 바인더 분출은 일부 특정한 금속 및 합금에 사용될 수 있다.

도 11a는 예비성형된 플레이트로 시작하여 내부 지지 구조물을 추가하지 않고 배킹 플레이트 어셈블리를 제조하[0069]

기 위해 AM을 사용하는 방법을 도시한다. 단계(310)에서, 예비-성형된 플레이트를 AM 기계에 배치하고 열 에너

지 또는 결합 재료를 사용하여 빌드 재료를 플레이트에 층별로 융합 또는 결합시켜 전체 배킹측을 형성한다. 도

11a의 추가 단계(320 내지 350)는 도 10a의 단계(220 내지 250)에 대응한다. 단계(320)에서, 재료는 플로우 배

리어를 형성하기 위해 선택된 영역에 증착된다. 일부 구현예에서, 화살표(325)로 나타낸, 플로우 채널은 추가적

인 지지 구조물을 필요로 하지 않고, 플로우 배리어용 재료를 형성함으로써 형성된다. 일단 플로우 배리어가 적

합한 높이까지 형성되면, 플로우 채널은 단계(330)에서 냉각측을 형성함으로써 커버될 수 있다. 냉각측은 충분

한 높이에 도달할 때까지 층별로 형성된다. 단계(340)에서, 플로우 채널을 갖는 배킹 플레이트는 AM 기계로부터

제거될 수 있고 세척 또는 연마와 같은 부가적인 공정을 거칠 수 있다. 스퍼터링 타겟은 또한 단계(340)에서 추

가될 수 있다. 단계(350)에서, 스퍼터링 타겟을 배킹 플레이트에 완전히 접착시키고 배킹 플레이트 재료가 고화

되는 것을 확실하게 하기 위해 힙핑 또는 용접과 같은 최종 결합 단계가 사용된다.

 도 11b는 예비성형된 플레이트를 출발 재료로 사용하여 배킹 플레이트 어셈블리를 제조하는, 도 11a에 도시된[0070]

것과 같은 AM을 사용하는 유사한 방법을 도시한다. 그러나, 도 11b에 도시된 방법은 내부 지지 구조물을 냉각

채널에 부가하는 것을 포함한다. 단계(360)에서, 예비성형된 플레이트를 AM 기계에 배치하고 열 에너지 또는 결

합 재료를 사용하여 빌드 재료를 플레이트에 층별로 융합 또는 결합시켜 전체 배킹측을 형성한다. 단계(370)에

서, 재료는 플로우 배리어를 형성하도록 선택된 영역에 증착된다. 그 후, 또한 단계(370)에서, 빌드 재료는 플

로우 배리어 및 추가 지지 구조물(375)을 생성하는데 사용된다. 다른 구현예에서, 지지 구조물은 배킹측 상에

배치된 미리-형성된 구조물이며, 그 후, AM 기술을 사용하여, 제조된 전체에 편입된다. 예를 들어, 지지 구조물

은 예비-성형될 수 있고 또한 얇은 벽을 갖는 T-형 구조로 디자인될 수 있다. 일단 플로우 배리어 및 지지 구조

물이 적합한 높이까지 형성되면, 플로우 채널은 단계(380)에서 냉각측을 형성함으로써 커버될 수 있다. 지지 구

조물은 냉각측을 형성하는 재료를 형성하기 위해 플로우 배리어 사이의 공간을 연결하는 것을 돕는다. 냉각측은

충분한 높이에 도달할 때까지 층별로 형성된다. 단계(390)에서, 플로우 채널을 갖는 배킹 플레이트는 AM 기계로

부터 제거되고, 세척 또는 연마와 같은 부가적인 공정을 거치고, 지지 구조물이 제거될 수 있다. 스퍼터링 타겟

은 또한 단계(390)에서 추가될 수 있다. 단계(400)에서, 스퍼터링 타겟을 배킹 플레이트에 완전히 결합시키고

배킹 플레이트 재료가 고화되는 것을 확실하게 하기 위해 힙핑 또는 용접과 같은 최종 결합 방법이 사용된다.

배킹 플레이트 재료에 증착되고 사용되는 재료는 Al, Co, Cr Cu, Ta, Ti, Ni, W 및 이들의 합금, 및 스테인레스[0071]

강철과 같은 강철을 포함한다. C 또는 탄소 섬유, SiC, 붕소화물(B계 재료) 또는 산화물(O계 재료)과 같은 부가

적인 재료는 예를 들어 보강재로 사용되거나, 사용된 금속 및 합금과 함께 편입될 수 있다. 일부 구현예에서,

복합 재료는 AM에 의해 형성될 수 있으며, 여기서, 규소 탄화물(SiC), 탄소 섬유, 붕소화물 또는 산화물(즉,

Al2O3)이 모재 금속 및 합금에 대한 보강재로서 사용될 수 있다.

도 12는 제1층(162) 및 제2층(164)을 갖는 배킹 플레이트(160)의 예시적인 구현예를 포함한다. 도 12에 도시된[0072]

바와 같이, 배킹 플레이트(160) 제1층(162)은 도 10a, 10b, 11a 또는 11b를 참조하여 기술된 배킹 플레이트와

유사할 수 있다. 제1층(162)은 배킹층(172), 플로우 배리어(176), 플로우 채널(174) 및 냉각층(178)을 가질 수

있다. 배킹층(172), 플로우 배리어(176), 플로우 채널(174) 및 냉각층(178)은 도 10a, 10b, 11a 또는 11b를 참

조하여 기술된 것과 유사할 수 있다. 배킹층(172)은 타겟에 결합되도록 구성될 수 있고 플로우 채널(174)은 제1

층(162)을 통해 물과 같은 냉각 유체를 지향시키고 배킹 플레이트(160)를 냉각하도록 구성될 수 있다. 도 12에

도시된 바와 같이, 배킹층(16)은 냉각층(178)에 결합된 제2층(164)을 선택적으로 포함할 수 있다. 상기 제2층은

상기 냉각층(178)에 부가된 추가적인 플로우 배리어(182)을 포함할 수 있다. 상기 추가적인 플로우 배리어(18

2)는 추가적인 플로우 채널(180)을 형성한다. 추가적인 플로우 채널(180)은 물과 같은 냉각 유체를 운반하는데

사용될 수 있다. 추가의 플로우 채널(180)은 플로우 채널(174) 내의 냉각 유체의 유동 방향에 대해 병류(co-

current) 방향 또는 역(counter current) 방향으로 냉각 유체를 운반할 수 있다. 제2층(164)은 제1층(162)에
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추가적인 냉각을 제공하고, 제2층(164)을 갖지 않는 배킹 플레이트보다 배킹 플레이트(160)에 더 큰 냉각 효과

를 전반적으로 제공할 수 있다. 일부 구현예에서, 제1층(162)을 형성하도록 제2층(164)은 도 10a, 10b, 11a 또

는 11b에 도시된 것과 유사한 방법을 사용하여 형성될 수 있다. 일부 구현예에서, 적층 가공은 제2층(164)의 추

가적인  플로우  배리어(182)를  층별  방식으로  형성하여  부가적인  플로우  채널(180)을  형성하는데  사용될  수

있다.

일부 구현예에 따라, AM을 사용하여 배킹 플레이트 어셈블리(24)를 제조하는 방법(500)의 플로우 챠트가 도 13[0073]

에 도시된다. 이 방법은 AM을 사용하여 전체적으로 제조되는 배킹 플레이트 어셈블리(24)를 고려한다. 제1측은

용융 또는 결합(binding) 단계(508)을 사용하여 빌드 재료를 결합함으로써 생성된다. 금속이 사용되는 경우, 분

말 금속은 AM 장치에 의해 용융되고, 고화되어 플레이트 또는 평면으로서의 솔리드층(solid layer)을 형성할 수

있다. 평면 두께는 기존의 전체 층 상에 연속적인 층을 후속적으로 용융 및 고화시킴으로써 증가될 수 있다. 충

분한 두께에 도달하면, AM 빌트 평면(built plane)은 배킹측 또는 냉각측 중 하나에 해당한다. 다음으로, 단계

(510)에서, 빌드 재료는 전체 표면 대신에, 일정한 특정 위치에 형성될 수 있다. 일부 구현예에서, 빌드 재료는

플로우 배리어 또는 배리어에 대응하는 영역에 첨가된다.

플로우 배리어 이외에 부가적인 구조물이 또한 형성되어 나중에 전체 구조물에 평평한 평면을 형성하는데 도움[0074]

을 줄 수 있다. 일반적으로 이전 층이 결합되지 않은 영역 위에 형성된 넓은 평면을 포함하는 AM 방법의 경우,

지지 구조물이 형성되어야 한다. 예를 들어, 냉각 채널은 이전에 증착되지 않은 층 위에 구조물을 형성하기 위

한 지지물을 제공하기 위한 지지 구조물 또는 배리어를 편입할 수 있다. 이는 채널이 서로 가까이 있지 않을 때

특히 유용하다. 또한, 더 큰 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트 생성하는 경우에, 후속 층에 대한 지지를 추가하기

위한 선택사항이다.

플로우 배리어가 냉각 채널 높이에 대응하는 적합한 높이로 형성된 후에, 제2측이 단계(512)에서 플로우 배리어[0075]

위에 형성된다. 이 단계(512)에서, 빌드 재료는 빌드 재료의 이전 층이 존재하지 않는, 일부 영역 위에 추가되

어야 한다. 분말 베드 융합, 또는 다이렉트 에너지 디포지션 및 바인더 분출과 결합된 분말 베드 융합 등으로

분말 베드가 사용되는 AM 기술에서, 냉각 채널 사이의 공동은 빌드 공정 중에 제2측을 형성하기 위한 지지를 제

공하는, 느슨한 분말로 이들을 충전하여 제조될 수 있다. 일시적인 지지물로 느슨한 분말을 사용하는 한 가지

이점은 사전 제조된 지지 구조물을 사용할 필요가 없다는 것이다. 일시적인 지지 구조물로 사용되는 느슨한 분

말은 상기한 바와 같이, 공동을 통해 연마 유체를 유동하게 하여 나중에 제거할 수 있다. 시트 라미네이션을 사

용하는 예에서, 더 두꺼운 시트 또는 호일이 빌드 재료로 사용되는 경우에, 별도로 제조된 지지 구조물을 필요

로 하지 않는다. 사전 제조된 지지 구조물이 필요한 경우, 종종 사용하기 가장 좋은 디자인은 얇은 벽을 가진

T-형 구조물이다. 

단계(512)에서 제2측을 형성한 후에, 전체 배킹 플레이트 장치는 솔리드 유닛으로 형성된다. 단계(510)에서 지[0076]

지 배리어가 형성되면, 이는 단계(514)에서 제거되어 냉각 챔버 내의 플로우 채널을 완전히 개방할 수 있다. 단

계(516)에서, 배킹 플레이트 어셈블리는 이전의 AM 단계에 의해 제조되는 재료를 경화시키기 위한 추가 단계를

거칠 수 있다. 예를 들어, 금속 재료가 형성되는 경우, 단계(516)는 금속을 재결정화시킬 수 있도록, 배킹 플레

이트에 고온을 가함으로써 경화(hardening)하는 것을 포함할 수 있다. 단계(514 및 516)는 사용된 특정 재료에

더 적합한 지에 따라, 임의의 순서로 수행될 수 있다.

마지막으로, 단계(518)에서, 배킹 플레이트가 형성되면, 배킹 플레이트의 표면을 선택적으로 세척된다. 세척은[0077]

부품 및 빌드 플랫폼에서 금속 분말을 제거하기 위해 요구된다. 모든 과잉의 재료는 제거되어야 한다. AM 재료

는 재활용이 가능하므로, 가능한 한 많은 재료를 재-사용하는 것이 비용 경쟁력이 있다. 또한, AM 형성된 부품

은 후-열 공정(post-thermal process) 처리될 수 있으며, 여기서, 제거되지 않는 임의의 느슨한 재료는 부품 내

부에 갇히게 될 것이다. 냉각 챔버 또는 냉각 채널의 내부 공동은 연마 유동 기계 가공(AFM)으로 효과적으로 세

척될 수 있다. 이 시도는 통로를 통해 연마제를 보내서, 연마제가 내부 벽과 접촉할 때 통로 또는 공동을 매끈

하게 한다.

또한, 배킹 플레이트의 외부 표면은 샌딩(sanding) 또는 연마(polishing), 또는 임의의 다른 세척 단계에 의해[0078]

세척될 수 있다. 어떤 경우에는, 외부 금속 지지 구조물이 그라인딩(grinding) 또는 연마와 같은 전형적인 기계

가공 기술로 제거될 수 있다. 선택적으로 또는 부가적으로, 전체 배킹 플레이트는 예를 들어, 이를 세척 유체에

침지하거나 또는 화학적 에칭으로 세척될 수 있다. 작동시, 그 과잉의 재료는 냉각 챔버 내부의 냉각 유체의 흐

름을 방해할 수 있으므로 제거되어야 한다.

다른 예시적인 방법(600)에서, 도 14에 도시된 바와 같이, 종종 플레이트 형태의 블랭크가 사용된다. 블랭크는[0079]
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단계(608)에서 주조(casting), 단조(forging), 롤링(rolling) 또는 ECAE와 같은 통상적인 열-기계 가공 및 취

급 기술에 의해 가공되어, 출발 재료를 형성한다. 블랭크는 플로우 배리어 또는 냉각 채널의 시작 구조물 형성

하기 위해 블랭크의 표면으로 추가된 일부 기계 가공된 형상(features)을 이미 가지고 있을 수 있다. 블랭크는

AM 기계 내부에 놓여지고 재료의 층은 블랭크에 일체로 형성되고 블랭크 상부에 연속적으로 형성된다. 이 선택

사항의 한 가지 이점은 시작 플레이트 또는 블랭크가 전체 AM 부품을 제작할 수 있도록 지지물을 제공한다는 것

이다. 두 번째 이점은 출발 플레이트가 최종 생성물의 일체화된 부분(integral part)이 될 것이며, 필요에 따라

더 큰 밀도와 더 높은 강도를 제공할 수 있다는 것이다.

단계(610)에서, 블랭크는 블랭크의 전체 표면에 추가된 AM 재료의 추가층을 가짐으로써 선택적으로 더 두껍게[0080]

된다. 선택적으로, 블랭크는 단계(612)에서 블랭크에 직접 추가된 전체 제1측 및 플로우 채널을 포함하도록 사

용될 수 있다. 방법(600)의 후속 단계는 방법(500)의 단계와 유사하다. 단계(612)에서, 빌드 재료는 전체 표면

대신에, 어떤 특정한 위치에서, 형성(build up)된다. 일부 구현예에서, 빌드 재료는 플로우 배리어 또는 배리어

에 대응하는 영역에 첨가된다. 플로우 배리어 이외에 추가 구조물이 또한 형성되어 나중에 전체 구조물 위에 평

평한 평면을 형성하는데 도움이 될 수 있다.

플로우 배리어가 냉각 채널 높이에 대응하는 적합한 높이로 형성된 후에, 제2측이 단계(614)에서 플로우 배리어[0081]

위에 형성된다. 이 단계(614)에서, 빌드 재료는 빌드 재료의 이전 층이 존재하지 않는, 일부 영역 위에 추가될

수 있다. 예컨대, 분말 베드 융합, 또는 다이렉트 에너지 디포지션 및 바인더 분출과 결합된 분말 베드 융합으

로, 분말 베드가 사용되는 AM 기술에서, 냉각 채널 사이의 공동은 제2측을 형성하기 위한 지지물을 제공하는,

느슨한 분말로 이들을 충전하여 제조될 수 있다. 일시적인 지지물로 느슨한 분말을 사용하는 한 가지 이점은 사

전 제조된 지지 구조물을 사용할 필요가 없다는 것이다. 일시적인 지지 구조물로 사용되는 느슨한 분말은 상기

한 바와 같이, 공동을 통해 연마 유체를 유동하게 하여 나중에 제거할 수 있다. 시트 라미네이션을 사용하는 예

에서, 더 두꺼운 시트 또는 호일이 빌드 재료로 사용되는 경우에, 별도로 제조된 지지 구조물을 필요로 하지 않

는다. 

단계(614)에서 제2측을 형성한 후에, 전체 배킹 플레이트 장치는 솔리드 유닛으로 형성된다. 단계(612)에서 지[0082]

지 배리어가 형성되면, 이는 단계(616)에서 제거되어 냉각 챔버 내의 플로우 채널을 완전히 개방할 수 있다. 단

계(618)에서, 배킹 플레이트 어셈블리는 이전의 AM 단계에 의해 제조된 재료를 경화시키기 위한 추가 단계를 거

칠 수 있다. 예를 들어, 금속 재료가 형성된 경우, 단계(618)는 금속을 재결정화시킬 수 있도록, 배킹 플레이트

에 고온을 가함으로써 경화하는 것을 포함할 수 있다. 단계(616 및 618)는 사용된 특정 재료에 더 적합한지에

따라, 임의의 순서로 수행될 수 있다.

마지막으로, 단계(620)에서, 배킹 플레이트가 형성되면, 배킹 플레이트의 표면은 선택적으로 세척된다. 세척은[0083]

부품 및 빌드 플랫폼에서 금속 분말을 제거하기 위해 요구된다. 모든 과잉의 재료는 제거되어야 한다. 또한, AM

형성된 부품은 후-열 공정(post-thermal process) 처리될 수 있으며, 여기서, 제거되지 않는 어떠한 느슨한 재

료는 부품 내부에 갇히게 될 것이다. 냉각 챔버 또는 냉각 채널의 내부 공동은 연마 유동 기계 가공(AFM)으로

효과적으로 세척될 수 있다. 

또한, 배킹 플레이트의 외부 표면은 샌딩(sanding) 또는 연마(polishing), 또는 임의의 다른 세척 단계에 의해[0084]

세척될 수 있다. 일부 경우에, 외부 금속 지지 구조물이 글라인딩(grinding) 또는 연마와 같은 전형적인 기계

가공 기술로 제거될 수 있다. 선택적으로 또는 부가적으로, 전체 배킹 플레이트는 예를 들어, 이를 세척 유체에

침지하거나 화학적 에칭으로 세척될 수 있다. 작동시, 그 과잉의 재료는 공동 내부의 냉각 유체의 흐름을 방해

할 수 있으므로, 제거되어야 한다.

응력을 완화하고 AM  생성된 부품에 보다 우수한 기계적 물성을 부여하기 위해, 추가의 후 AM 열처리가 단계[0085]

(post AM thermal processing)(516 및 618)에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 열처리는 재결정화 또는 힙핑을

포함할 수 있다. 다단계 공정은 다양한 열처리 방법을 포함할 수 있다. 응력 완화는 주어진 재료의 정적 재결정

화보다  훨씬  낮은  온도에서  수행될  수  있다.  열간  등압  성형(hot  isostatic  pressing,  HIP)  또는  힙핑

(hipping)을 선택적으로 수행하여 임의의 마이크로-다공성 또는 마이크로-균열과 같은 임의의 기타 마이크로-결

함을 제거할 수 있다. 부가적인 처리로서, AM 제조되는 부품은 용액 열처리될 수 있다. AM 제조된 부품은 또한

재료의 균질성을 강화하고 향상시키기 위해 침전 경화(precipitation hardened)될 수 있다. 이 단계는 미세 구

조에 영향을 미치고 변경하기 위해 단독으로 또는 조합하여 사용할 수 있다. 하나의 선택사항은 타겟 어셈블리

를 함께 동시에 결합하고 AM 빌드 부품을 열처리하기 위해 히핑(hipping)에 의해 타겟 재료 및 내부 공동을 갖

는 AM 가공처리된 배킹 플레이트를 결합시키는 열 결합을 사용하는 것이다.
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따라서, 적층 가공은 제조자가 단일 제조 단계에서 연속 재료의 단일 피스로서 스퍼터링 타겟 배킹 플레이트를[0086]

생성하게 할 수 있다. 연속 재료의 배킹 플레이트의 생성은 사용 중에 소성 변형(plastic deformation)을 적게

한다. 이것은 300mm 또는 450mm 웨이퍼에 박막을 증착하기 위한 기존의 고전력/고 처리량(high throughput) 스

퍼터링 타겟이 사용 중인 경우에 휘어지는 것이 관찰되었기 때문에 특히 유용하다. 이들 타겟은 일반적으로 알

루미늄 또는 구리 합금 배킹 플레이트 재료로 제조되며 배킹 플레이트 배면(back side) 상에서 수냉을 통해 냉

각된다. 타겟 어셈블리의 기계적 무결성(mechanical  integrity)에 대한 요구와 열 소산(dissipation)에 대한

요구가 타켓의 직경이 커짐에 따라, 더 큰 직경의 웨이퍼 스퍼터링을 용이하게 하기 위해 증대된다. 따라서, 복

합  재료,  라미네이트  구조물  및  비-전형적인  재료와  같은  더  강하고,  더  단단한  배킹  플레이트  재료가

요구된다. 

또한, 새로운 타겟 어셈블리는 종종 내부 냉각 채널로 인해 열 전도성과 소산을 증가시키는 이점을 있다. 복합[0087]

재료 및 라미네이트 구조물을 제조하는 종래의 방법은 종종 비용이 많이 든다. 내부 냉각 채널을 제조하는 종래

의 방법은 다수의 피스의 블레이징(brazing), 솔더링 또는 확산 본딩을 필요로 한다. 또한 이들 방법은 고가이

며, 각 계면이 다수의 단계를 포함하므로, 전체 타켓 어셈블리의 결함 가능성이 생긴다. 

상승된 온도에서 소성 변형은 배킹 플레이트, 특히 고강도이지만 낮은 연성(ductility)을 갖는 재료로 제조되는[0088]

배킹 플레이트에 해로울 수 있다. 본원에 기재된 방법으로 제조되는 배킹 플레이트는 소성 변형에 대한 증가된

저항성을 하나의 이점으로 갖는다. 소성 변형에 대한 증가된 저항성은 스퍼터링 작업 중에 격게되는 것과 같은

고온에 노출되는 경우에도, 배킹 플레이트가 원래의 형상을 유지하도록 하므로 배킹 플레이트에서 바람직하다.

고온을 격게되는 경우에, 구부리거나 굽혀지지 않는 모노리스 구조를 가짐으로써 배킹 플레이트는 스퍼터링 타[0089]

겟의 전체 수명 동안 타겟과 배킹 플레이트 사이의 전체 계면을 가로 질러 스퍼터링 타겟과 접촉 상태를 유지할

수 있다. 재료의 단일 연속 피스로 제조된 배킹 플레이트는 재료의 2개 이상의 피스가 함께 융합되는 계면에 본

딩 라인이 없기 때문에 더 큰 구조적 완전성(structural  integrity)을 갖는다.  이는 스퍼터링 타겟의 보다

길고, 보다 효율적인 사용을 가능하게 하고 스퍼터링 공정에서의 중단을 감소시킨다.

본 발명의 범위를 벗어나지 않고 설명된 예시적인 구현예에 대해 다양한 변형 및 부가가 이루어질 수 있다. 예[0090]

를 들어, 상기한 구현예는 특정한 특징을 언급하지만, 본 발명의 범위는 상기한 특징 모두를 포함하지 않는 특

징 및 구현예의 다른 조합을 갖는 구현예를 또한 포함한다.
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